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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmeider eingereichten Unterlagen entnommen 

(g) Verfahren zur Herstellung von elektronischen Strukturen 
(g) Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstel- 
lung von Schaltkreisstrukturen vorzuschlagen, bei dem 
insbesondere Polymere in Form von leitenden, halblei- 
tenden und isolierenden Schichten strukturiert aufge- 
bracht werden, wobei eine Justage der Ebenen moglich 
ist. ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe gelost, indem 
eine isolierende und/oder halbleitende und/oder leitfahi- 
ge Schicht entsprechend der zu erzielenden elektroni- 
schen Struktur mittels Plotter auf ein Substrat aufge- 
bracht wird. Die aufgebrachten Substanzen liegen dabei 
in flussiger oder geloster Form oder als Suspension vor. 
Anschliefcend werden die aufgebrachten Substanzen 
durch Tempern oder Trocknen verfestigt. Nachfolgend 
werden, wahlweise mehrfach wiederholt, isolierende 
und/oder halbleitende und/oder leitfahige Schichten ent- 
sprechend der zu erzielenden elektronischen Struktur 
durch Plotten, Aufspruhen, Aufschleudern oder Aufstrei- 

*" chen aufgebracht und die jeweils aufgebrachte Schicht 
durch Tempern odor Trocknen verfestigt. AnschlieBend 
wird die aufgebrachte elektronische Struktur mit einer 

CO isolierenden Schicht versiegelt und in ublicher Weise kon- 

O taktiert und komplettiert. 
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Die Erfindung bezieh. sich auf ein Verfahren zur Herstel- 
lune von elefctronischen Strukiuren. 

Gegenuber herkommlichen Verfahren zur Herstellung 
von elekuonischen Suukturen, insbesondere integnerten 
Schaltungen. z.B. miuels Epitaxie-, Alz- und Tempeyro- 
££tafatnd auf Siuzium-Wafern. is. die Anwendung 
der Drucktechnologie von Polymermaienalien erbebhch 
schneller und kostengunstiger. Des we.tercn ^ ^se Tech- 
nolocie vielseiliger einsetzbar. da die verwendeten Matena- 
Sen n chTsolch extremen Temperaturen und Drucken ausge- 
sem iS wie beispielsweise bei Epitaxie- und Ox.dauonsver- 

^Ser wurdenPolymerezur Herstellung vor .SchaUkreis- 
s.ruk.urenmittelsSiebciruckauf^ 
Dies hatte iedoch den NachteiL daB die erzielten Schichtdik- 
2n <5r die Herstellung beispielsweise von Transistorcn zu 
Si waren. urn gute elektrische Eigenschrften zu eAalten. 
8 Wei.erhin besteh. die MoglichkeU. nr.. H.lfe von Tmten- 
oder Lasersirahldruckem Polymere auf Waferoberflachen 
Szud^ken. Bisher ist es jedoch nich. mbgl.ch, sm*tu- 
rierte Schichien in mehreren ubereinanderliegenden Ebenen 
SbSgen. Dies scheiteri an der fehlenden Justagemog- 
SkeTD^mehrere Schichten nura^ 
„ „. wenn eine genugend groBe Trocknungszeit der e*nzel- 
nen Schichten eingehalten wird. ist dies nut Tintenstrahl- 
Serlierlcke m ^iehtm6glieh.Is,dieTTOctaungsze.tz„ 

wring, kom.ni es zur Vermischung der Schichten, was erne 
Unbrauchbaikei. der Suuktur zur Folge hatte. 

Sabe der Erfindung ist es. ein Verfahren zur Heme - 
lung von Schaltkreissuukturen vorzuschlagen. be. den. die 
Nach.eile des Standes der Technik beseitig. we*den und ins- 
besondere Polymere in Forn. von lei.enden. halble,tenden 
undTsolierenden Schichten strukturiert aufgebracht werden 
wlei eSustage der Ebenen moglich ist Des weiteren ist 
esMfgZ der Erfindung, daB das Verfahren derart gestaltet 
tst daB Bauelemente und deren Verbindungen auf flexiblen 
Subsuaten aufgebracht werden konnen. Em kompl^ 
Aufbringen von Schaltkreislayouts in einer oder mehreren 
Ebenen 8 sol. durch erfindungsgemaBes ^rfahreu «gd. 
sein. Weiterhin is. es Aufgabe der Erfindung, daB Schalt- 
kreise und andere elektronische Bauelemen.e auch aus an- 
£ren Materialien als Silicium hergestellt werden tonnen 
ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe gelost mdem e ne 
isoHerende und/oder halbleitende und/oder leitfahige 
Skht entsprechend der zu erzielenden elektromschen 
Smlktur mittels Plotter auf ein Subsua. aufgebrach. wird. 
Als Substrate eignen sich sowohl fesle als auch flex.ble Wa- 
fer Glas. Folie Oder ahnliche. Fom, GroBe und Dicke des 
Subs.ra.s spielen dabei eine un.ergeordne.e Rolle ^ Dte 
gebrachien Substanzen liegen dabei in flussiger oder geto- 
sterForm oderals Suspension vor. Insbesondere werden iso- 
^enrun^erhalbteiiendeund/oderlei^am 

"SSSS-d weden die a"^.^ 
durch Tempem oder Trocknen verlesugt Nachfolgend wer- 
den wahlweise mehrfach wiederholt. isoherende und/ode 
halbleitende und/oder leitfahige Schichten enuprechend I der 
Su ert elenden elekuonischen Suuk.ur durch Wott«, Auf 
spriihen. Aufschleudern oder Aufs.re.chen aufgebrachtund 
die jeweils aufgebrachte Schich. durch Tempem oder Trock- 

aScS'ik! wird die aufgebrachte elek.ronische S.ruk- 
,ur mi. einer isolicrcndcn Schich. vcrsicgcl. und in ubl.chcr 
Weise kontaktiert und kompleltiert. „„;^u p 

Durch dieses Verfahren werden sowohl e eklron.sche 
Bauelemenie als auch die Verbindungen e.nzelner Bauele- 



mente in integrienen Schaltungen hergestellt • 

Die Merkmale der Erfindung gehen auBer aus den An 
spnichen auch aus der Beschreibung und den Zeichnungen 
tervor. Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden ,m tol- 
$ gendennahererlauien. 
Die Zeichnungen zeigen: 

Fig. 1 bis 3 schematische Darsiellungen schaltungslahi- 
ger Feldeffekttransistoren 



l0 Beispiel 1 

In diesem Ausfuhrungsbeispiel wird die Herstellung eines 
schaltungsfahigen Feldeffekttransis.on jl 1 ^ 1 *** 
He. 1 zeigt den schematischen Aufbau ernes derartigen 
.5 Transistors. Zuerst wird ein leitfahiges Polymer durch Pk*- 
ten auf eine Waferoberflache 1 aufgetragen und mittels Tem- 
perung verfestigt. Diese leitende Schich. stellt den Oaw- 
Komalt 2 des Fcldcffckttransistors dar. AnschhcBcnd cr- 
folg. das Plouen einer isolierenden Schicht 3 aut das verte- 
siilte leitfahige Polymer. Auch die isoherende Schicht 3 
Smittels Temperung verfestigt. Danach erto ^g. das ^ 
ten einer halblei.enden Schich. 4 auf d.e verfes.igie .so he- 
Tnde Schicht und anschlieBendes Verfesfigen der halble,- 
tenden Schicht miuels TemperprozeB. Nachfolgend w,rd 
25 eine Schicht eines leilfahigen Poly. ..ers durch Plouen au ge- 
brach. und durch einen wei.eren TemperprozeB verfestigt 
Diese Schich. beinhalte. den Source-Kontakt 5 und den 
Drain-Koniakt 6, . . , 

Zulett. wird die Struktur mit einer in der Figur n.chl dar- 
30 gesiellien isolierenden Schich. versiegelt und das Bauele- 
men. in ublicherForm konuktiert. 

Beispiel 2 

« In diesem Ausfuhrungsbeispiel wird ebenfalls die Her- 
sting eines schaltungsfahigen Feldeffekttransistors be- 

50 Wtein Fig. 2 dargestellu wird zuerst ein leitfahiges Poly- 
meXch Plouen auf eine Waferoberflache 1 aufgeuagen 
40 "nd mittels Temperung verfesugt. Diese leitende Schicht 
aellt den Gate-KonU.kt 2 des Feldeffek ^ ns '«^ c J t n 
schBeBend erfolg. das Plotten einer isoherenden Sctach. 3 
auf das verfes,ig.e leitfahige Polymer. Auch die «***ende 
Schicht 3 wird miuels Temperung vertesugt Nachfo gend 
45 wird eine Schicht eines leitfahigen 

aufgebrach. und durch einen weiteren TemperprozeB verte 
sdg.. Diese Schich. beinhaltet den Source-Kontakt 5 und 
denDrain-Koniak.6. j.„»vw c hi4 
Danach erfolgt das Plotten eioer haWeitenden Schicht 4 
SO auf die verfestigte isoherende Schicht 3 und auf die den 
Srce-Kolk. g 5 und den Drain-Kon.ak. J.beinM.end e 
Schich. eines leiu^igen Polymers und anschlieBendes ^Ver- 
esngen der halblei.enden Schicht 4 mittels TemperprowB 
ZuWt wird die Sunk.ur mit einer ,n der F.gu^ mcbx dar- 
55 gesttUten isolierenden Schich. vers.egelt und das Bauele- 
men. in ublicher Weise kompletuert 

Beispiel 3 

60 Fig. 3 zeig. schematise!! den Aufbau eines weiteren schal- 
mngsfahigen Feldeffektuansistors. Zuerst wud e,n lei.fah - 
gel Polymer durch Plotten auf eine WaleroberiUche ^1 auf- 
ge.ragen und miuels Temperung verfesugt D"«J2S 
beinhahe. den Source-Kontakt 5 und den 
65 Danach erfolg. das Plo.tcn einer halb »«'« dcn 1 ^ h f , = h ' *™ 
die verfes.ig.e lei.fahige Polymer-Sch.ch. und auf die Wal 
eroberflachf 1 und anschlieBendes Verfest.gen der halblei- 
.enden Schich. 4 mittels TemperprozeB. 
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Danach erfolgi das Ploiten einer isolierenden Schichi 3. 
Auch die isolierende Schichi 3 wird miltels Temperung ver- 
festigt. 

Nachfolgend wird einc Schichi eines leitfamgen Poly- 
mers durch Plotten aufgebracht und durch einen weiieren 5 
TcmperprozeB verfestigt. Diese leitende Schicht stellt den 
Gaie-Koniakt 2 des Feldeffekttransisiors dar. 

Zuletzt wird die Strukiur mil einer isolierenden Schichi 
versiegeli und das Bauelement in Ublicher Weise kontaktien 
und koiiiplettierl. 10 

In der vorliegenden Erfindung wurde anhand konkreter 
Ausfuhrungsbeispiele ein Verfahren zur Herslellung von 
clektronischen Strukturen erlautert. Es sei aber vermerkl, 
daB die vorliegende Erfindung nicht auf die Einzelheiten der 
Beschreibung in den Ausiuhrungsbeispielen eingeschrankt 15 
isl, da im Rahmen der Patent anspruche Anderungen und 
Ahwandlungen beansprucht werden. 

Patenianspriiche 

20 

1. Verfahren zur Herslellung von elekironischen 
Slrukturen, dadurch gekennzeichnet. daB 

- isolierende und/oder halbleitende und/oder leit- 
fahige Schichten nacheinander wahlweise ein- 
oder mehrfach enlsprechend der zu erzielenden 25 
elektronischen Siruktur durch Plotien, Aufsprii- 
hen, Aufschleudem oder Aufstreichen auf ein 
Substrat aufgebracht und die jeweils aufgebrachte 
Schicht durch Tempem oder Trocknen verfestigt 
wird und 30 

- abschlieBend die aufgebrachte elektronische 
Struktur mit einer isolierenden Schichi, versiegeli 
sowie kontaktierl und komplettiert wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net. daB mindesiens eine Schicht mittels Plotter aufge- 
bracht wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Substrat sowohl feste, als auch flexi- 
ble Substrate, insbesondere Wafer, Glas oder Folie, 
Verwendung finden. 40 

4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge- 
henden Anspruche. dadurch gekennzeichnet daB als 
Schichten aufgebrachte Substanzen in fliissiger oder 
geloster Form oder als Suspension aufgetragen werden. 

5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge- 45 
henden Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB als 
Schichten isolierende und/oder halbleitende und/oder 
lcitfahige Polymere aufgetragen werden. 

6. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB elek- 50 
ironische Bauelemenie und/oder Verbindungen einzel- 
ner Bauelemente in integriertcn Schaltungen herge- 
stellt werden. 



Hierzu 1 Seiie(n) Zeichnungen 
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